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�(با تابع كار   p+ Poly-Siliconدر دماي اتاق با گيت آل  ايده MOSخازن  -1
�
= 
10 با دوپينگ n) و بدنه ��5.15��
و  ��

��� ضخامت اكسيد  = 2�
 .  

  .چقدر است ���) الف

  .هاي زير رسم كنيد براي باياس ���� و ���و  ���گذاري  ب) نمودارهاي انرژي را با نشان

I. flat-band 

II. accumulation 

III. equilibrium 

IV. strong inversion  

  ؟چقدر است ��ج) 

�(با تابع كار   n+ Poly-Siliconد) فرض كنيد بخواهيم گيت را با 
�
= براي ولتاژ آستانه تغيير نكند دوپينگ ) عوض كنيم. ��5.15

  بايد عوض شود؟بدنه چقدر 

  

  


�100با مساحت  MOSدر شكل زير خازن  -2 × 100�
  آل (بدون بار) است. ايده  SiO2فرض كنيد اكسيد نشان داده شده است.  

   .ضخامت اكسيد چقدر است) الف

  .را تخمين بزنيد  ��و   ���) ب

   ساخته شده؟ چرا؟ polyاز فلزي است يا   ج) آيا گيت

  توانيد تخمين بزنيد؟ را مي  و علامت آند) آيا دوپينگ بدنه 

  گيري در فركانس بالا انجام شده يا فركانس پايين؟ چرا؟ ه) اندازه

  

  

���و ضخامت اكسيد  ي سيليكاني با بدنه MOS خازن -  3 = 4�
  .در نظر بگيريد 

q×10فرض كنيد درون اكسيد باري معادل ) الف
11

 cm
-2

q×10-زير گيت و باري معادل  nm 1ي  در فاصله  
11

 cm
-2

بالاي  nm 1ي  در فاصله  

  توانيد ترازهاي انرژي را رسم كنيد) (آيا مي  ؟كنند اكسيد گرفتار آمده. اين بارها چه مقدار و در چه جهت ولتاژ آستانه را جابجا مي

10فرض كنيد درون اكسيد معادل  )ب
11

 cm
-2

براي مدت مديد   MOSيون سديم موجوداست. اگر ترانزيستور ساخته شده با اين ساختار   

  جابجايي ولتاژ آستانه بيشتر خواهد بود؟ چقدر خواهد بود؟ )PMOS يا   NMOSكدام نوع ترانزيستور ( ، درروشن باشد

  

  

�با دوپينگ  nي سيليكاني نوع  بدنهبا  MOSخازن   -  4� = 10
 �

�10مساحت و   �� × 10�
در دماي اتاق با فلزي با تابع   

�كار 
�
= ���و  ��5.2 = 2�
  را در نظر بگيريد. 

  .را بدست آوريد  ��و   ���) الف

 ب) بيشينه و كمينه خازن سيگنال كوچك را بدست آوريد.

  ساختار را در فركانسهاي بالا و پايين رسم كنيد.  C-Vج) با توجه به جوابهاي دو قسمت قبلي منحني 

��د) اگر ولتاژ آستانه  = ) و نوع آن (دهنده يا پذيرنده) را  #�
�بر حسب  "�د، چگالي لازم براي كاشت يوني ( مورد نظر باش  �0.3

  مشخص كنيد.

  

 


